异质结晶硅太阳电池少子端比接触电阻的提取方法
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报告摘要

比接触电阻（ρC）对异质结硅太阳电池的效率有重要影响。多子端为欧姆接触，可通过现有的测试方法精确提取ρC；但少子端通常为非欧姆接触，传统接触电阻测试已经失效。文章以过渡金属氧化物/c-Si(n)的异质结为例，展示如何使用改进CS方法提取少子（空穴）端的ρC。同时，通过使用半导体器件仿真软件和双（二极管+电阻）等效电路模型，将电子电流和空穴电流相互分离确定相应的载流子电阻，实现少子端接触电阻的精确提取。并且采用一系列的实验，验证了改进方法在提取相应ρC的有效性。因此，本工作提出了一种提取异质结晶硅太阳电池少子端比接触电阻的通用方法。
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